III 



@ BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 




© Off enlegungsschrift 
® DE 19911916 A1 



® 



DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



® Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
@ Offenlegungstag: 



199 11 916.3 
17. 3.99 
23. 9.99 



Int. CI. 6 : 

H01 L 23/28 

H 01 L 23/1 6 
H 01 L 23/057 
H 01 L 21/78 
H 01 L 49/00 



< 

(0 



CD 
CD 

UJ 

a 



@ Unionsprioritat: 

10- 67276 

11- 66948 



17. 03. 98 
12. 03. 99 



JP 
JP 



@ Anmelder: 

Denso Corp., Kariya, Aichi, JP 

© Vertreter: 

WINTER, BRANDL, FURNISS, HUBNER, ROSS, 
KAISER, POLTE, Partnerschaft, 85354 Freising 



@ Erfinder: 

Yoshihara, Shinji, Kariya, Aichi, JP; Inomata, 
Sumitomo, Kariya, Aichi, JP; Atsumi, Kinya, Kariya, 
Aichi, JP; Sakai, Minekazu, Kariya, Aichi, JP; 
Shimoyama, Yasuki, Kariya, Aichi, JP; Fujii, Tetsuo, 
Kariya, Aichi, JP 



Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

® Halbleitervorrichtung mit Schutzlage und Verfahren zu ihrer Herstellung 

@ Eine warmebestandige Harzlage ist als eine Schutzab- 
deckung zum Schutzen einer Tragerstruktur, die auf ei- 
nem Halbleiterchip vorgesehen ist, durch einen warme- 
bestandigen Klebstoff mit dem Halbleiterchip verbunden. 
Die warmebestandige Harzlage besteht aus einem Teit auf 
Polyimidbasis und der warmebestandige Klebstoff be- 
steht aus einem Silikonklebstoff. Die warmebestandige 
Harzlage wird wahrend eines Herstellungsverfahrens des 
Halbleiterchips nicht verformt. AuGerdeni dringt wahrend 
eines Zerteilens kein Schleifwasser in den Halbleiterchip 
ein. 



< 

r- 



DEm199:11 916 A 1 



i 

Tieschreibung 



Die vorliegcndc lirfindung bctrifTl cine Halblcilervorrich- 
lung, die einen TTalblcilerchip bcinhallci, der mil einer 
Schut/.lage bcdccki ist, und ein Verfahren zu ihrer ITcrstel- 5 
lung. 

Im allgemeinen bcinhallci ein Halbleitcrscnsor fur cine 
physikalische GroBc. wic /.um Beispicl ein I Ialblcilerbe- 
schlcunigungsscnsor oder ein TIalhlciicrdrucksensor ein be- 
weglichcs 'lei!, das auf cineni Sili/.iumchip ausgebildcl ist. 10 
Tiin derartiger Sensor gibt in Ubcrcinsiimmung mil einer 
Verscl/.ung ties beweglichen Toils ein clcktrischcs Signal 
aus, das einer physikalischen GroBc, wic /.um Bcispic! einer 
Beschleunigung oder cinem Druck, cnispricht. 

/um Beispicl offcnbarl die JP-A-9-21 1022 einen Be- 15 
schlcunigungsscnsor. der cine Tragerstruktur, die als ein be- 
wegliches Teil auf eincni Siliziumsubslrat ausgebildcl isi 
und nach eincni Authchmcn einer Beschleunigung vcrsclzl 
wird, cine beweglichc Hleklrode. die auf der Tragerstruktur 
angeordnct ist. und cine beweglichc Hleklrode ' bcinhallci. 20 
die dcrart auf dem Siliziumsuhsirat ausgebildcl isL daB sic 
der beweglichen Hleklrode gegcnuberlicgt. Der Bcschlcuni- 
gungssensor crfaBl cine Beschleunigung auf der Grundlage 
einer Andcrung cines Absiands /wischen der beweglichen 
Uleklrode und der fcslcn Iileklrodu. 25 

Diese An einer TTalbleilervorrichtung bcinhallci im allge- 
meinen cine Schutzabdeckung /.um Bedeck en und Schutzen 
des beweglichen 'lei Is. Wic es in der JP-A-6-347475 offcn- 
barl Lsl, kann ein Glassubslrat, welches durch Anodenkopp- 
lung mil cinem Ilalbleilcrwafer verbunden isi, als die 30 
Schui/.abdcckung verwcndcl werden. In dicsem Fall isi es 
.judoch wahrschcinlich, daB das Glassubstral aufgrund einer 
Obcrflachcnrauhcil seiner Vurbiinlungsgrciizfiuehen Luckcn 
an dem Verbindungsabschnill mil dem TTalblciienvafcr aus- 
bildci. Dcshalb gelangt. wenn ein /cricilcn ausgefuhrt wird, Vi 
Schlcifwasscr dcrart leichl durch die Luckcn in die Halblei- 
lervorrichiung, daB vcrschiedcnc Problcmc vcrursachl wer- 
den. Zum Beispicl kann das Wasser aufgrund seiner Ober- 
flachcnspannung die Bcwegung des beweglichen 'lei Is st<>- 
rcn. 40 

Andcrerscils offcnbarl die JP-A-9- 27466 kein Glassub- 
slral sondern cine UV-hiinendc Lage als cine Schulzabdek- 
kung. Wenn die UV-hariendc Lage als die Schutzabdeckung 
verwcndcl wird, trill das dcrartige Problem nichl auf. daB 
Schlcifwasscr wiihrend des Xcrteilens in die Halbicitervor- 45 
richlung gclangi. Jcdoch wird die UV-hartcndc Lage bci ei- 
ner Tempcraiur von ungefahr 80"C bis SXrC vcrformt. Auf- 
grund dessen muB die UV-hartcndc Lage von der Halblciler- 
vorrichtung abgenommcn werden. wenn nachfolgcnde 
Schritie, wic /.um Beispicl cin Drahlkonlakticrungsschritt, 50 
ausgefuhrt werden. die cine Tempcraiur crfordcrn, die hohcr 
als dicse ist. Dies fiihrt /.u einer Tirhohung einer Anzahl von 
TTcrslellungsschritlen. 

Wcitcrhin gibt cs cine Struktur eincs TVps mil bcidscitig 
freilicgcndcn Oberflachcn, die eine Tragerstruktur (ein be- 55 
wegliches Teil) als ein Rrfassungsteil aufweisu das auf bci- 
den Obcrflachcn cines Chip frcigclcgi ist. Bei einer derarii- 
gen Struktur isi cs wahrschcinlich. daB ein Klcbstoff das lir- 
fassungstcil dcrari bcruhrt. daB die Bewegung des bewegli- 
chen Tcils gestort. wird, wenn der Chip durch den KlebstofT 60 
auf cinem Lciterrahmcn bcfestigl wird oder durch einen 
KlebsiolT an cinem Gehiiuse bcfcsiigt wird. Wenn der Sens- 
orchip des Typs mil bcidscitig frci liegenden Obcrflachcn 
mil ITar/. vcrgossen wird, bcruhrt das Harz leicht das beweg- 
lichc Teil. Auch dann. wenn der Scnsorchip an dem Txitcr- 65 
rahmcn oder dem Gehausc bcfestigl wird. kann das ITar/ 
leicht das beweglichc Teil durch Gehen durch cine Luckc an 
dem Verbindungsabschnill des Chip hcruhren. 



Die vorliegcndc lirfindung ist im Hinblick auf die vorhcr- 
gehenden Problcmc geschaffen worden. Es ist cine Aufgabe 
der vorlicgendcn Erlindung, einen Halblciterchip zu schaf- 
fcn. der mil einer Schut/.lagc bedeck t isi. und mil niedrigen 
Koslcn mil einer niedrigen Zahl von Hcrstcllungsschritten 
hcrgcstcllt werden kann. Es isi cine weilcre Aufgabe der 
vorlicgendcn Hrfindung. zu verhindem, daB KlebsiolT und 
GuBhar/ wiihrend cines 1 lerslellungsvcrfahrens cin beweg- 
liches Teil cines ITaJbleiicrchip verklebcn. 

GemaB der vorlicgendcn lirfindung ist cine hauptseiligc 
Schuizharzluge, die eine Oflnung aufweisu durch einen 
hauptsciligen warmebesiandigcn KlebsiolT dcrari mil cineni 
TTalblcilerchip verbunden. daB eine AnschluBflachc auf dem 
TTalblcilerchip ubcr die OlTnung frcigclcgi isi. Die An- 
schluBflachc isi mil cineni Drahl verbunden. Die haupisci- 
tigc Schutzharzlagc und der haupisciiige wanncbestandige 
Klcbstoff wciscn erste und zweiic wanncbestandige 'Ifcinpc- 
ralurcn auf, die hohcr als cine crslc Tempcraiur sind, bci 
wclcher der Drahl durch Konlaktieren an der AnschluBfla- 
chc bcfestigl werden kann. Da die hauptseiligc Schutzharz- 
lagc durch den warmebesiandigcn KlebstofT mil dem Halb- 
leilcrchip verbunden isi, dringt wiihrend eincs Zcrtcilcns 
kein Schlcifwasscr durch den Verbindungsabschnitt ein. Da 
die erslen undzweiten warme be standi gen Tempcraiuren ho- 
lier als die Tempcraiur sind. bei wclcher der Drahl durch 
Konlaktieren an der AnschluBflachc bcfestigl werden kann, 
kann das Drahl konlaktieren ohne Entferncn der haupisciti- 
gen Schutzharzlage an dem TTalblcilerchip ausgefuhrt wer- 
den, was zu einer verringcrlen Anzahl von Tlcrsteilungs- 
sch.rii.ten fuhtl. 

Die erslen und zweilcn warmebesiandigcn Tenipcraturcn 
der hauptsciligen Schutzharzlagc und des hauptsciligen war- 
mebesiandigcn Klebstoffs sind hdher als cine Tempcraiur, 
bei wclcher der TTalblcilerchip an cinem Lcherrahinen befe- 
siigl werden kann. Dcshalb kann der TTalblcilerchip ohne 
Tint fern en der Schutzharzlagc an dem Lciterrahmcn bcfe- 
stigl werden. Die ersten und zweilcn warmebesiandigcn 
Tempcraiuren sind hohcr als cine Tempcraiur, bei wclcher 
der Halblciterchip mil Harz vcrgossen werden kann. Des- 
halb kann der Halblciterchip ohne Entfcrncn der Schutz- 
harzlagc mil Harz vcrgossen werden. 

Die erslen und zweiten wannebesiandigcn Tenipcraturcn 
sind hohcr als cine Tempcraiur, bei wclcher der Halblciter- 
chip an cinem Gehausc bcfcsiigt werden kann. Deshalb 
kann der Halblciterchip zusammen mil der Schutzharzlagc 
an dem Gehausc bcfcsiigt werden. Vorzugswcisc beslehl die 
hauptseiligc Schutzharzlage aus Polyirnid und beinhaltet der 
haupisciiige warmcbcsiandige Klcbstoff einen Silikonklcb- 
stoff. 

Wenn die Ilalbleilerstruklur an beiden Obcrflachcn des 
TTalblcilerchip Irciliegl, wird weilcrhin cine riickscilige 
Schutzharzlagc dcrart mil dem TTalblcilerchip verbunden, 
daB sic die Ilalbleilerstruklur auf einer der hauptscitigen 
Schutzharzlage gegcnubcrlicgcndcn Scitc bedeckt. Die 
rtickseiiige Schutzharzlagc kann durch einen riickseitigen 
warmebesiandigcn Klcbsioff mit dem Halbleiicrchip ver- 
bunden scin. Vorzugswcisc bestcht die riickscilige Schutz- 
harzlagc aus Polyirnid und bcinhallci der rtickseiiige war- 
mcbcsiandige KlebsiolT ebenso einen Silikonklcbstoff. 

Die riickscilige Schutzharzlagc ist gegenuber den Tempe- 
raturcn bestandig, bei welchcn der Drahl an der AnschluB- 
flachc bcfestigl, der Halblciterchip an dem Lciierrahmen bc- 
festigl, der TTalblcilerchip mil Harz vcrgossen und der Halb- 
leiicrchip an dem Gehause bcfestigl werden kann, ebenso 
wic cs die hauptscitigc Schutzharzlagc und der hauptseiligc 
wanncbestandige KlebsiolT sind. Das hciBt. die hauplseili- 
gen und riickseitigen Schutzharzlagcn werden bci den zuvor 
bcschricbcnen Tempcraiuren nichl thermisch vcrformt. Dies 
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laBi zu, daB die Schulzlagen wahrcnd dcr zuvor beschriebe- 
ncn Hcnrtellungsschritlc auf dcrn Halblcilcrchip vcrbleibcn. 
Auch dann, wenn die TTalbleilerslruklur aul" den beiden 
Ohcrflachen des Halblcilcrchip frcigelcgl isl, benihren der 
Klebsloff unci das liar/ wahrcnd den Hcrstellungsschritlen 
nichl die TTalbleilerslruklur, da die TTalbleilerslruklur von 
den hauptseiligcn und riicksciligen Schui/. lagen bedeckt 
wird. Weilerhin kann das liindringcn von Schleifwasser 
wahrcnd eines Xericilens verhinden werden. 

Die vorliegende lirhndung wird naehslehend anhand von 
Ausfuhrungsbcispiclen unler Be/.ugnahme auf die bcilie- 
gende Xeichnung naher erlaulcrt. 

lis /.eigen: 

Fig. 1 cine Quersehnillsansiehi eines ITaiblciierbcschlcu- 
nigungssensors gemaB eineni erstcn Ausfuhrungsbeispicl; 

Fig. 2A bis 2E Querschnillsansichlen eines JTersicilungs- 
verfahrens des in Fig. 1 ge/.eigten Beschleunigungssensors 
aul' cine schritiartigc Wcise; 

Fig. 3 eine eine GrundriBgcslaltung eincr warrnebestandi- 



und wird die Bcsehleunigung aul dcr Grundlage einer Ande- 
rung eines Absiands zwischen einer bcweglichcn Eleklrodc, 
die aul' dcr Tragcrslruktur vorgesehen isl, und einer festcn 
Eleklrodc erlaBl. die auf detn Siliziumsubslral vorgesehen 
5 isl. In Fig. 1 isl lediglich die Tragerstruklur mil dem Bezugs- 
zeichen la bezeichnei. AnsehluGflachcn lb sind aul" der 
Oherflachc des Sensorchip 1 derarl ausgebildel, daB die be- 
wegliehc Hicklrodc und die fcslc lileklrodc eleklrisch mil ei- 
ner auBcrcn Schahung verbunden sind. Eine warmebeslan- 
10 dige Har/.lage 2 zum Schulzcn der Triigerslruktur als eine 
Schuizabdcckung isl durch einen wantiebesiandigcn Kleb- 
sloff 3 mil der Obcrllache des Sensorschip 1 verbunden. Der 
warniebcslandige Klebsloff 3 isl gcgenuber Warmcbehand- 
lungslcmperalurcn (/.urn Bcispiel 150°C bis I8U°C) fur ci- 
15 nen Drahikonlaklicrungsschrill und cinen IlarzvcrguB- 
schrill,die naehslehend beschricben werden, bcslandig.Gc- 
nauer gesagl besieht die warniebcslandige TIar/Jagc 2 aus 
eincm Material auf Polyirnidbasis, das cine warniebcslan- 
dige Tcmpcraiur von ungefahr 400"C aufweisi und isl der 



gen Klebslofflage gemiiB dem erstcn Ausfuhrungsbeispicl 20 warniebcslandige Klebsloff 3 ein SilikonklebstolT. dcr 



schemalisch darslellende Draufsichl: 

Fig. 4 cine eine GrundriBgcslallung eines Halblcilcrwa- 
fcrs geniaB dem crsien Ausfuhrungsbeispicl schemalisch 
darslellende Draufsichl; 

Fig. 5 cine pcrspeklivisehe Ansiehi eines Zuslands, in 
dem ein Zcrtcilen ausgefuhrt wird, geniaB dem erslcn Aus- 
fuhrungsbeispicl; 

Fig. 6A bis 6D Querschnillsansichlen eines JTerstcllungs- 
verfahrens eines TIalbleilerbcschlcunigungsscnsors gemaB 
eincm zwcilen Ausfuhrungsbeispicl auf cine schritlartige 
Wcise; 

Fig. 7A bis 7D Querschnillsansichlen eines ITcrsiellungs- 
vcrfahrens eines Ilalbleilcrbeschleuniguugsscnsors geniaB 
eincm drilien Ausfuhrungsbeispicl auf eine schriiiartige 
Wcise; 

Fig. 8 cine Quersehnillsansiehi cincs ITaiblcilcrbeschicu- 
nigungssensors gcmaB eincm viertcn Ausfuhrungsbeispicl; 

Fig. 9 cine Quersehnillsansiehi eines TTalblciterbcschlcu- 
nigungssensors gemiiB eincm fiinflcn Ausfuhrungsbeispicl: 

Fig. 10A bis 10D Querschnillsansichlen cincs ITcrstel- 
lungsverfahrens des in Fig. 9 gc/cigtcn Bcschleunigungs- 
sensors gcmaB dem funflen Ausfuhrungsbeispicl; 

Fig. 11 cine cine GmndriBgeslallung eines ITalbleiierwa- 
fcrs gemiiB dem funflen Ausfuhrungsbeispicl schemalisch 
dargcslclllc Draufsichl; 

Fig. 12 eine perspeklivische Ansichl cincs Zuslands, in 
dem ein Zctlcilen ausgefuhrt wird, gcmaB dem funflen Aus- 
fuhrungsbeispicl; 

Fig. 13A bis 13C Querschnillsansichlen cincs wcilercn 
TTerstellungsvcrfahrens des in Fig. 9 gczcigien Beschleuni- 
gungssensors gemiiB eincm scchsicn Ausluhningsbeispiel; 

Fig. 14A bis 14C Querschnillsansichlen cincs weilcren 
Hersiellungsverfahrens des in Fig. 9 gczcigien Beschlcuni- 
gungssensors gemiiB eincm siebcnien Ausfuhrungsbeispicl; 
und 

Fig. 15 cine Querschniitsansichi cincs Halbleitcrbe- 
schlcunigungssensors gemaB eincm achicn Ausfuhrungsbei- 
spicl. 

Naehslehend erfolgi die Beschrcibung cincs erslcn Aus- 
fuhrungsbeispicls der vorlicgendcn Erfindung. 

lis wird auf Fig. 1 verwiescn. Ein Halbleitcrbcschleuni- 
gungssensor gemaB dem erslcn Ausfuhrungsbeispicl bein- 
hallci einen Sensorchip 1, der durch VcrgieBcn mil liar/ vcr- 
kapseli isl. Dcr Sensorchip 1 weisl cine Slrukiur auf, die im 
wesemlichcn die gleiche wie die isl. die in dcr JP-A-21 1022 
offenbari isl. Kurz gesagl isl cine Triigersirukiur, die als ein 
bewcgliches Tcil nach eincm Aufnehmcn eincr Bcschlcuni- 
gung vcrsei/i wird. auf eincm Siliziumsubslral ausgebildct 



warmebestandige Tcmpcraiur von ungefahr 230°C aufweisi. 
Dies bedeulet, daB das Material auf Polyirnidbasis bei einer 
Tcmpcraiur, die gleich odcr kleincr als 400°C isl. nichi ihcr- 
misch verforml wird und daB der Silikonklebsloff bei einer 

25 Tcmpcraiur, die gleieh odcr kleincr als 230"C isl. tiiclil llicr- 
miseh verforrnt wird. 

Die warniebcslandige ITarzlagc 2 weisl Konlaklloeher 
20b zum dcrariigcn Ereilegcn dcr AnschluBllachcn lb aus 
diescn auf, daB die AnschluBflachen 1 durch Koniakiicrcn 

30 iiber Drahie 4 mil eincm Ixilcrrahmcn 5 verbunden sind. 
Der Sensorchip 1 isl durch eine Silberpasic 6 fcsl an dem 
Ixiterrahmcn 5 angebrachi und dcr Sensorchip 1 und der 
Txilerrahnicn 5 sind vollstandig durch VcrgieBcn mil TIar/.7 
verkapscll. 

:« Als niichsles wird ein Verfahrcn zum TIersicilen des Be- 
schleunigungssensors untcr Be/ugnahnic auf die Fig. 2A bis 
2E crklan. 

lis folgt cine Beschrcibung cincs in Fig. 2A ge/.eiglen 
Schrilts. 

*«> Eine waniiebeslandige Klcbclagc 20. die ein Tcil 2 auf 
Polyirnidbasis aufweisi, das mil dem Silikonklebsloff 3 be- 
decki ist. wird vorbcreilei. Eine Dickc des Toils 2 auf Polyi- 
rnidbasis be fin del sich vorzugs wcise in eincm Bereich von 
50 um bis 150 pm zum Erlcichicm eines Xerteilens in eincm 

45 nachfolgcndcn Schrilt und cine Dickc des Silikonklebsiolfs 
3 bcfindcl sich vorzugsweisc in eincm Bcrcich von 10 pm 
bis 20 um. 

lis folgi cine Beschrcibung cincs in Fig. 2B gczcigien 
Schritls. 

50 Verticfungcn 20a werden derart auf der wannebcslandi- 
gen Klehehige 20 ausgehildel, daB verhinden werden kann, 
daB Tnigcrslrukturen la in eincm in Fig. 2D gczcigien 
Schriil, in wclchem die waniiebeslandige Klcbclagc 20 mil 
eincm ITalblcitcrwafcr 10 verbunden wird. die warmebe- 

55 standige Klcbclagc 20 benihren . Die Vcriicfungen 20A wer- 
den unler Vcrwcndung eines lixcimerlascrs ausgebildel, 
wahrcnd cine Anzahl von Pcucrzcitcn gesicucn wird, um cr- 
wiinschie Tiefcn von ihnen zu erzielen. lis isl vorsicllbar, 
zum Verbesscm eines Durehsalzcs dcr Vcrarbciiung den La- 

60 serstrahl durch eine Maskc auf zuwcilcn, um den Lasersirahl 
in mchrcrc Strahlcn aufzuieilen, odcr eine Anzahl von La- 
sergcneraiorcn zu crhohen. 

Weilerhin werden die Konlaklloeher 20b an Posiiioncn, 
die den AnschluBflachen lb des TIalbleiicrwafers 10 eni- 

65 sprcchen. in dcr warmebesiandigcn Klebclagc 20 ausgebil- 
del. Die Vcrarbciiung der Konlaklloeher 20b kann durch den 
li.\ci me r laser odcr durch Slan/en durchgefuhrt werden. Jcdc 
Offnungsllachc dcr Konlaklloeher 20b kann kleincr odcr 
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grciBcr als die der jcwciligcn AnschluBflachcn lb scin, vor- 
ausgcsel/.l, daB das Drahlkoniakticren auf dicscn ausgefuhrt 
wird. Die Rcihcnfolgc /.urn Ausbildcn der Vertiefungen 20a 
und der Konlakllcichcr 20b isl nicht fcslgclcgl und die Kon- 
lakllochcr 2()b konnen vor einem Aushildcn der Vcriicfun- 
gen 20a ausgebildei werden. 

Fig. 3 zcigi cine GrundriBgcstallung der warmebesiandi- 
gen Klebelage 20. Die Vertiefungen 20a und die Koniakllo- 
eher 20h sind deran ausgebildei. daB sie Posinoncn enisprc- 
chen. an denen Scnsorchips auldem ITalbleilerwafer 10 aus- 
zubilden sind. Weiicrhin sind xum Ausrichlcn be/.uglich des 
Halbleilerwafers 10 Ausrichiungsniarkierungen 20C auf der 
wannebestandigen Klebelage 20 ausgebildei. Die Ausrich- 
iungsniarkierungen 20c sind Durchgangslocher. die durch 
einen I ixci titer laser ausgebildei werden. 

lis folgi eine Bcschreibung eines in Fig. 20C gczeigtcn 
Schrius. 

Als nachstcs wird der ITalbleilerwafer 10 vorbcreiict, aul' 
wclchcni die Triigerstrukluren la und die Aluminium- b/.w. 
At-AnschluBllachen lb ausgebildei werden. Fig. 4 zeigt 
eine GrundriBgcstallung des Halbleilerwafers 10. Wie es in 
dicser Figur gczeigt isl. sind /.um Ausrichlcn bcziiglich der 
warmebesiandigen Klebelage 20 Ausrichiungsniarkierun- 
gen 1c ausgebildei. In Fig. 4 sind die AnschluBflachcn 4 
wcggelassen. 

lis folgi eine Bcschreibung eines in Fig- 2D gezeiglcn 
Schrius. 

Die wannebestandigc Klebelage 20 wird derail auf der 
Obcrfliichc des Halbleilerwafers 10 angcbrachl. daB jede 
Ausrichlungsmarkierung 20c der waniicbesiandigcn Klebe- 
lage 20 mil ciner cnisprechenden Ausrichtungsntarkicrung 
lc des Halbleilerwafers 10 Libereinsiimnit. DemgcmaB wer- 
den die Triigerstrukluren la jeweils in den Vertiefungen 20a 
uniergebracht. 

Bci dem Verbindungsschriu kann cine erwarmte Wal/.c 
oder dergleichen auf der wannebestandigen Klebelage 20 
gewal/.l werden, uni die Lagc 20 zu erwanncn. oder kann 
eine Wal/.e oder dergleichen auf dem erwannlen Halbleitcr- 
wafer 10 gewal/.l werden, um ein Hr/cugcn von TTohlrau- 
nien zu verhindem und um cine Klebefcsiigkeii des Kleb- 
slotl's zu verbessern. Das Ausrichlcn der warmebesiandigen 
Klebelage 20 und des Halbleilerwafers 10 kann unlcr Ver- 
wendung einer CCD-Kamera, die zwischen der wannebe- 
standigen Klebelage 20 und dem Halbleitcrwafer 10 angc- 
ordnei isl, vor einem Verbindcn ausgefuhrt werden. In cini- 
gen Fallen kann die Brcilc der warmebesiandigen Klebelage 
20 verglichen mil der des Halbleilerwafers 10 vcrschmaleri 
werden, so daB ein RciBmuslcr und dergleichen freigelegi 
werden. DemgemaB wird einfach nach einem Verbindcn ge- 
prufl. ob die wanncbcsiandige Klebelage 20 und der ITalb- 
leilerwafer 10 an heslinmilen Positionen sichcr mileinander 
vcrbunden sind. AuBerdcni konnen nachfolgende Schrille 
gleichmaBig ausgefuhrt werden. 

lis folgi eine Bcschreibung eines in Fig. 2Ii gezeiglcn 
Schrius. 

Der TIalblcilcrwafer 10 wird durch Zcrtcilcn cnilang des 
ReiBniusicrs mil den AnschluBflachcn lb. die aus den Kon- 
laktlochcrn 20b freiliegen und als eine Refercnz diencn, in 
die Scnsorchips 1 gcieill. Fig. 5 zeigt einen Zustand. in dem 
der Halbleitcrwafer 10 durch eine Zencilklinge 8 /.cricilt 
wird. In Fig. 2H bczcichnei das Bezugszeichcn 9 Schncidc- 
abschnille, die von der Zertcilklingc 8 geschnitlen werden. 

Danach wird, wie es Fig. 1 gczeigt ist. ciner der Sensor- 
chips I, der durch Zcrleilcn geschnitlen isu durch cine Sil- 
bcrpaste 6 an dem Txiierrahmcn 5 befestigt. Die AnschluB- 
llachen lb werden durch Drahlkoniakticren durch die 
Driihie 4 eleklrisch mil dem Ixilerrahnten vcrbunden und 
dann wird der TTalblcitcrbeschleunigungsscnsor mil liar/. 7 



vcrgossen. 

Bci dem zuvor beschricbenen Tlcrslcllungsvcrl'ahrcn 
wird. wenn der Scnsorchip 1 dureh die Silberpasle 6 an dem 
Ixnlcrrahmcn 5 belesligl wird, eine Warmcbchandlung bci 
5 ungefahr 150 !> C durchgefuhrt. Wenn das Drahlkoniakticren 
unlcr Vcrwcndung der Drahte 4 durchgefuhrt wird, wird 
eine weilere Wannebchandlung bci ungefahr 15()°C durch- 
gefuhrt. Weiicrhin wird. wenn das VergicBen unlcr Vcrwcn- 
dung des Harzcs 7 durchgefuhrt wird. eine Warmcbchand- 
10 lung bci ungefahr 180"C durchgefuhrt. Im Gegcnsalz da/u 
betragt, wie es zuvor beschrieben worden isl, die wannebe- 
standigc Temperatur des Toils 2 auf Polyitnidbasis ungefahr 
4(X)°C und bctriigl die wannebestandigc Temperatur des Si- 
likonklcbstoffs 3 ungefahr 230°C. Deshalb kann der ITalh- 
15 leilerbeschlcunigungssensor hcrgeslclll werden, wahrend 
die Form der waniicbesiandigcn Klebelage 20 erhalten 
bleibt. Im ubrigen wird der ITalbleilerwafer 10 bci dem Zcr- 
teilschrili an der Klebelage angcbrachl ; jedoch isl cine lir- 
kliirung. die die Klebelage bctrifTt, in dem /.uvor beschricbe- 
20 ncn TTerstcllungsverfahrcn wcggelassen. 

Nachsichend erfolgt die Bcschreibung eines zweilcn Aus- 
fuhrungsbeispicls der vorliegenden lirlindung. 

In dem crsten Ausfuhrungsbcispicl wird, nachdem die 
Konlakllochcr 20b in der waniicbesiandigcn Klebelage 20 
25 ausgebildei worden sind, die wanncbcslaudigc Klebelage 
20 mil dem Halbleitcrwafer 10 vcrbunden; jedoch konnen 
die Konlakllochcr 20b wie folgt ausgebildei werden, nach- 
dem die wannebestandigc Klebelage 20 mil dem Halbleitcr- 
wafer 10 vcrbunden worden ist. 
M) Das Verfahren zum Herstellen des Ilalblcilcrbcschleuni- 
gungssensors auf diesc Wcise wird unlcr Bc/.ugnahmc auf 
die Fig. 6A bis 6D erklart. Zuersl wird wie in dem crsten 
Ausfuhrungsbcispicl die wannebestandigc Klebelage 20, 
die aus dem Teil 2 auf Polyimidbasis besteht, auf welches 
:*5 der Silikonklcbsioff 3 aufgciragen ist. vorbcreitct, wie es in 
Fig. 6 A gczeigt ist. Dann werden. wie es in Fig. 6B gczeigt 
isl, die Vertiefungen 20A auf der warmebesiandigen Klebe- 
lage 20 ausgebildei. Danach wird, wie es Fig. 6C gczeigt ist. 
die wannebestandigc Klebelage 20 auf der Obcrfliichc des 
40 Halbleilerwafers 10 angebrachl. nachdem cin Ausrichlcn 
dcrarl ausgefuhrt worden isu daB die Tragerslrukturcn la in 
den Vertiefungen 20a der waniicbesiandigcn Klebelage 20 
uniergebracht sind. 

Als nachsles werden die Konlakllochcr 20b durch einen 
45 Excimerlaser in der wannebestandigen Klebelage 20 geoff- 
nct. um zum Drahtkontakticrcn die AnschluBflachcn lb von 
dicser frci/.ulegen. 

Wenn die AnschluBflachcn lb aus Aluminium bzw. Al 
bcstchcn, sind Vcrarbeitungsschwcllwcrte der wannebe- 
50 standigen Klebelage 20 und von Al zueinandcr unlerschied- 
lich, wodurch eine hohe Sclcktivitai vorgesc-hen wird. Des- 
halb wird, sobald die AnschluBflachcn lb freigelcgt werden. 
cine Alzgeschwindigkcit durch einen Hxcimerlaser ploizlich 
verringert oder wird null. Danach wird wie in dem crsten 
55 Ausfuhrungsbcispicl ein Zcrtcilcn ausgefuhrt. uni einzclnc 
Scnsorchips 1 auszubilden. und schlieBlich wird der Ilalb- 
leitcrbcschleunigungssensor, der in Fig. 1 gczeigi ist, vcr- 
vollslandigi. 

Nachsichend erfolgi die Bcschreibung eines dritlcn Aus- 
60 tiihrungsbeispiels der vorliegenden lirlindung. 

In den crsten und zweitcn Ausfuhrungsbeispiclcn werden 
die Vertiefungen 20a auf der wannebestandigen Klebelage 
20 ausgebildei, um die Tragcrsirukjuren darin unlerzubrin- 
gen: jedoch konnen Durchgangslocher in der wannebestan- 
65 digen Klebelage 20 ausgebildei werden, um die Vertiefun- 
gen mil ciner andercn waniicbesiandigcn Klebelage auszu- 
bilden. 

Das Ilersicllungsvcrfahrcn in dicscni Fall wird insbeson- 
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dcrc unlcr Bc/.ugnahmc auf die Fig. 7 A bis 71) erklari. Zu- 
crst wird cine crstc warmebestandige Klcbclagc 20, die das 
Tcil 2 auf Polyimidbasis und den Silikonklcbstoff 3 beinhal- 
ici, der aul" das Tcil 2 auf Pol yitnidhasis aufgclragen isL vor- 
bcrcilcl, wic cs in Fig. 7 A gczcigl ist. Die Dicke des Toils 2 
aui'Polyimidbasis befindet sich vor/ugsweisc in cincin Bc- 
rcich von 50 um bis 150 um und die Dicke des Silikonklcb- 
stolls 3 befinde! sich vor/ugsweisc in cineni Bercieh von 
10 um bis 20 um. Dann werden. wic cs in Fig. 7B ge/cigi 
isl, durch eincn lixcimcriaser, Stanzen odcr dcrglcichcn 
Durchgangslochabschnittc 20c und Koniaktlochcr 20d fur 
die AnschluBflachcn lb in der warmebcslandigen Klcbclagc 
20 ausgcbildel. 

Danach wird cine /weile waniiebestandigc Klcbclagc 21, 
die im weseni lichen den gleichen Aufbau wic die aufweisi, 
die in Fig. 7A gczcigl ist. vorbercilci und. wic es in Fig. 7C 
gczcigl isi, wird sic mil der ersicn warmcbeslandigcn Klcbc- 
lagc 20 dureh Vcrklebcn vercinigl. um dadurcheinc warme- 
bcsiandige Klcbclagc 22 aus/.ubilden. DcmgcmaB werden 
die Durchgangslochabschniuc 20c sichlbarc Vert ie tun gen. 
In der warmebestandigen Klcbclagc 22 dicnen das Tcil 2 auf 
Polyimidbasis der crslcn warmbeslandigcn Klcbclagc 20 
und die /.weile warmebcsiandige Klcbclagc 21 zusammen- 
wirkend als cine warmebcsiandige ITar/.lage 2a. 

Danach wird die warmebcsiandige Klcbclagc 22 derarl 
aul' der Oberflachc des ITalbleilerwafers 10 angebrachl, daB 
die Tragcrslrukluren jcwcils in den sichibarcn Vcrticfungcn 
unicrgebraehi werden. Dann werden. wic cs in Fig. 7D gc- 
zcigl ist, durch cinen lixcimcriaser Ixichcr in der zwciicn 
warniebeslandigen Klcbclagc 21 dcrart ausgcbildel. daB sic 
mil den jcweiligcn Konlaklldchcrn 20b in der crslcn warme- 
bestandigen Klcbclagc 20 verbunden sind. wodurch Kon- 
laklliicher 20c ausgcbildel werden, die die AusehluBlliichen 
aus dicsen t'reilcgcn. Die Koniaktlochcr 20c konncn durch 
Schneidcn der crslcn warmebest andigen Klcbclagc 21 unlcr 
Vcrwcndung ciner Zcrteilklingc mil cincr Schnitlhrcile aus- 
gcbildel werden, wclche das Drahlkontaklieren nichl nach- 
teilig bceinirachiigl. Danach wird wic in dem crslcn Ausfuh- 
rungsbcispicl der Ilalblcilerwafcr durch Zerteilcn in ein- 
/.clne Sensorchips gctcill und wird der in Fig. 1 gc/.eigtc 
Halblciterbcschlcunigungsscnsor vcrvollstandigi. Dahcr 
konncn in demdrittcn Aust'uhrungsbcispicl die Vcrticfungcn 
/.um Unicrhringcn der Tragcrsiaikturcn in ihnen unlcr Vcr- 
wcndung der Durchgangslochcr. die in der warmcbeslandi- 
gcn Klcbclagc ausgcbildel sind.einfach ausgcbildel werden. 

In den /.uvor beschriebenen ersicn bis dritten Ausfiih- 
rungsbeispielen wird die warmebcsiandige Klcbclagc, die 
das warmebcsiandige TIarzieil bcinhaltct. das mil dem war- 
mcbeslandigcn Klebsioff bedccki isl, mil dem ITalblcilcrwa- 
fcr verbunden. Allcrnaliv konncn, nachdem der wannebe- 
sliindige Klebsioff durch Siebdruck o<lcr dcrglcichcn auf 
cniweder die warmebcsiandige ITar/schicht cxlcr den Ilalb- 
lcilerwafcr gcdruckt worden isl, die zwei Tcilc mitcinandcr 
verbunden werden. 

Nachsiehend crfolgt die Hcschrcibung eines viertcn Aus- 
fuhrungsbeispiels der vorliegendcn lirfindung. 

Der in Fig. 1 gczciglc Ilalblcilcrbcschicunigungsscnsor 
wird durch VcrgicBcn mil Harz vcrkapscli; jedoch kann der 
Scnsorchip 1 in cineni Kcraiiiikgchausc untergebracht wer- 
den. wic cs in Fig. 8 gczcigl ist. In Fig. 8 isi der Aufbau des 
Scnsorchip 1, der die Tragerstruktur la bcinhalict. die von 
der warmcbeslandigcn Klcbclage 2 gcschulzl wird, im we- 
scnt lichen der gleiche wic der, der in Fig. 1 gczcigl ist. Der 
Scnsorchip 1 isi in cineni Veriicfungsabschnitt eines Kera- 
mikgehausckdrpers 30 untergebracht. Der Gchausckorper 
30 hall melallische Drahic 31, die durch den Gchausckorper 
30 gehen und die AnschluBflachcn lb des Scnsorchips I und 
cine auBcrc Schaltung clckirisch vcrbinden. Uin kerami- 



scher Deckclabschnitl 32 isl durch eincn KlcbstolV 33 an 
dem Gchausckorper 30 angcbrachl, um dadurch hermetisch 
das Inncrc des Gchauses abzudichicn. Im ubrigen isl der 
Scnsorchip I durch cine Silbcrpasle 34 an dem Gehausckor- 
5 per 30 befesligt. 

Bei dem TTersicl lungs vcrfalircn des TTalblcitcrbeschlcuni- 
gungssensors, der den /.uvor beschriebenen Aufbau auf- 
weisi, wird. wenn der Scnsorchip 1 durch die Silbcrpasle 34 
an dem Gehausekorpcr 30 befestigt wird, cine Warmcbe- 
ii) handlung bei ungefahr 15()"C durchgefuhrt. Bci dem Kon- 
laklicrungsschritl der Drahic 4 wird auf cine ahnlichc Weise 
cine Wanncbchandlung bci ungefahr 150°(' durchgefuhrt. 
Weitcrhin wird, wenn der Deckel abschnil I 32 an dem Gc- 
hausckorper 30 angcbrachl wird. cine Wanncbchandlung 

15 bci ungefahr 180°C durchgefuhrt. Bei dicsen Warmebe- 
handlungen kann die Form des Tcils 2 auf Polyimidbasis 
ahnlich zu dem ersicn Ausfuhrungsbci spiel erhallcn blcibcn, 
da die wanncbcsiandigcn Tcmpcraturcn des Tcils 2 auf Po- 
lyimidbasis und des Silikonklebsioffs 3 hohcr als die zuvor 

20 beschriebenen Warrncbchandlungstcmpcraturcn sind. 

Das ITcrstcllungsverfahrcn und der Aufbau der warmebe- 
standigen Klcbclagc in dem zwciicn odcr drillcn Ausfuh- 
rungsbeispicl kann cbenso an diejenigen in diescin Ausfuh- 
rungsbeispicl angewendci werden. Wenn der Silikonklcb- 

25 sloff Silatiolradikalc (Si-OH) bcinhaJlel, kann die Warme- 
bestiindigkeit weiler verbesscrt werden. liin Polyimidklcb- 
stoff kann anstellc des SilikonklcbstolTs verwendet werden. 

Nachsiehend crfolgt die Bcschrcibung eines fiinftcn Aus- 
fuhrungsbcispiels der vorliegendcn Erfindung. 

30 In den nachsiehend beschriebenen fiinftcn bis achlcn 
Ausfuhrungsbcispiclcn wird die vorliegcndc lirfindung an 
cincr TTalblciiervorrichlung angewendci, die eincn Ilalblei- 
tcrchip eines Typs mil bcidscilig frciliegcudeu Obcrflachcn 
mil einer Struktur bcinhalict. bci wcichcr bcidc Obcrflachcn 

:*5 frcigclegt sind. 

Fig. 9 zcigt eincn Halblcilcrbcschlcunigungssensor gc- 
uiafi dem fiinftcn Ausfuhrungsbcispicl. bci welchem cin 
Scnsorchip 100 mil TTarz 7 vcrgosscn ist. Im wciteren Vcr- 
lauf werden gicichc Tcilc und Komponcnicn wic in den er- 

40 slcn bis viertcn Ausfuhrungsbeispiclcn mil den gleichen Bc- 
zugszeichen bc/.eichnct. lis wird auf Fig. 9 verwiescn. Der 
Scnsorchip 100 bcinhalict cin SOI-Substrai und dcrglcichcn 
und cine Tragersirukiur 100a, die eincn Aufbau aufweist, 
der im wescnllichcn der gleiche wic der der Tragersirukiur 

45 la isi, die in Fig. 1 gczcigl ist, ist unlcr Vcrwcndung von Mi- 
krovcrarbei lungs verfahrcn, Phololithographicvcrfahren und 
dcrglcichcn auf dem Subsirai ausgcbildel. Die Tragersiruk- 
iur 100a ist auf beiden Seiicn cincr nauptoberflachc (ciner 
obcrcn l 'lachc in Fig. 9) und cincr rucksciiigcn Obcrllachc 

50 (ciner unieren I ; lachc in Fig. 9) des Scnsorchip 100 frcigc- 
legt. 

hinc warmebcsiandige ITar/.lage 2. die in Fig. 1 gczcigl 
isl, isl als cine Abdeckung zum Schutzcn der TTaupioberfla- 
che zum Schuizen der Tragersirukiur 100a durch einen war- 

55 mebestandigen KlebsloU" 3, der in Fig. 1 gczcigl ist, an die 
Haupioberflache des Scnsorchip 100 geklebi. Im weiicrcn 
Verlauf wird die warmebcsiandige Ilarzlagc 2 als cine crstc 
warmebcsiandige Ilarzlagc 2 bczcichncl, um sic von einer 
zwciicn warmebestandigen Ilarzlagc 102. die nachsiehend 

60 beschrieben wird, zu unterscheiden. Die erste warmebcsian- 
dige Harzlage 2 wcist Kontaktlocher 20a zum Frcilegen von 
AnschluBflachcn 100a aus ihncn auf, die auf der Oberflachc 
des Scnsorchip 100 ausgcbildel sind. Die AnschluBflachcn 
100b sind durch Koniakticrcn durch Drahic 4 mil cineni Lci- 

65 tcrrahmcn 5 verbunden. Die AnschluBllachen 100b sind im 
wescnllichcn zu den in Fig. 1 gezcigtcn AnschluBfl lichen lb 
ahnlich. 

Die zweile warmebcsiandige Ilarzlagc 102 isl als cine 
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Ahdeckung zum Schuizcn dcr rucksciiigcn Obcrflachc zum 
Schuiy.cn dcr Tragcrslruktur 100a an dcr riicksciligcn Obcr- 
flachc dcs Scnsorchip 100 angcordnci. Die zweite wanncbe- 
slandige Har/.lage 102 kann durch Tirwiirmen wcich ge- 
machl werden. urn cine Haflkrafl hervor/.ubringen. wodurch 
sic an dcr riickscitigen Obcrllachcdes Scnsorchip 100 ange- 
brachi wird. Die zwcile wanncbeslandige Harzlagc 102 be- 
deckt den ini allgcmcincn gesaniicn Bereich dcr riicksciti- 
gen Obcrflachc dcs Scnsorchip 100, uni die Triigcrsirukiur 
100a /.u schuizcn. 

Die crstcn und zwciien warmcbesiandigen TIar/.lagcn 2. 
102 und dcr wiirmebcsiandigc Klebsioff 3 weisen Wannc- 
besiandigkeitscharaktcrisliken auf, die im wescntlichcn die 
gleichen wic diejenigen dcr warmcbesiandigen TTarzlagc 
und dcs wiirnjebcsiandigen Klebsioffs sind, die in dem cr- 
stcn Ausfiihrungsbeispiel beschrieben worden sind. Gc- 
nauer gesagi beinhallcn die crstcn und zwciien warmcbe- 
siandigen Harzlugcn 2, 102 jewcils Tcile auf Polyimidbasis 
und bestehl dcr warnicbeslandigc Klebsioff aus Silikonklcb- 
stolT oder Polyimidklcbsloff. 

Dcr Scnsorchip 100 ist durch die /.wciic wanneheslandigc 
TTar/.lagc 102 an deni Leilerrahnien 5 befcsiigl und ist voll- 
stiindig mil dem ITar/7 vcrgossen. Die zweile wannebcstan- 
digc TTar/.lagc 102 kann aus cincm Polyimidklcbstoffilm be- 
sic hen, wclchcr durch Iirwiiniien wcich gemachl wird. 

Als niichsies wird cin Herslcllungsvcrfahrcn dcs in Fig. 9 
gc/.cigtcn Beschlcunigungsscnsors untcr Bezugnahme auf 
die Fig. IDA bis lODerklart. Punktc dieses Hcrstellungsvcr- 
fahrens, die zu denjenigen in den Fig. 2A bis 2Ti in dent cr- 
stcn Ausfiihrungsbeispiel unlerschicdlich sind, sind, daB das 
Vcrfahren an dem Malblcitcrchip dcs Typs mil bcidscitig 
freilicgcndcn Obcrflachcn angcwcndcl wird und daB die 
/.weile warmcbestandigc TTar/.lagc 102 auf der riickseiiigen 
Obcrflachc dcs Chip vorgesehen wird. 

Zuerst wird in cincm Schriti, der in Fig, 10A ge/.cigt ist, 
cin Halblcitcrwafcr 110, auf wclchem Tragcrslrukturcn 
100a. die an eincr Ha u pi obcrflachc und eincr riickseiligen 
Obcrflachc dcs Wafers 110 freiliegen. und die Aluminium- 
anschluBfTaehen 100b ausgcbildcl sind, vorbcrcilct. Fig. 1 1 
zcigt cine GrundriBgcslaltung dcs Halblcilcrwafcrs 110, ob- 
glcich sic die AnschluBflachen 100b von diescni wcglaBt. 
Wie cs in diescr Figur gezcigl ist, werden die Tragerslruktu- 
ren 100a an Posilionen ausgcbildcl, die Chips entsprechen, 
und werden Ausrichlungsmarkicrungen 100 zum Ausrich- 
tcn be/.iigiich eincr waniiebestandigcn Klcbelagc 20 ausgc- 
bildcl. 

In einem in Fig. 10B gc/.cigtcn Schriti wird die warmcbe- 
standigc Klcbelagc 20 auf die Wcisc, die im wescntlichcn 
die gleiche, wic die dcs in Fig. 2C gc/.cigtcn Schritls ist, mil 
dcr TTauplobcrflachc dcs TTalblciierwafcrs 110 verbunden. 
Tm iibrigen bestehl die wanncbeslandige Klcbelagc 20 aus 
der crstcn warmcbesiandigen TTar/.lagc 2, die aus dem Teil 
auf Polyimidbasis bcsicht, das mil dem warmcbesiandigen 
KlcbstolT3 bedeckt ist, der aus Silikonklcbsioff beslchi, und 
wcist die Verticfungen 20a. die Kontaktlochcr 20b und die 
Ausrichlungsmarkicrungen 20c auf sich auf. die in den in 
den Fig. 2A und 2B gc/.cigien Schrittcn ausgebildet werden. 
DerngemaB ist die erstc warmcbestandigc TTarzlagc 2 mil 
dem sich dazwischen befindenden warmcbesiandigen Kleb- 
stoiV3 mit dem Halbleiterwafer 110 verbunden. 

Als nachstes wird in cinem in Fig. 10C gczcigien Schriti 
die zweite wanncbeslandige Har/.lage 102, wclche aus ci- 
nem Tcil auf Polyimidbasis besicht. das cine Flache auf- 
weisi. die zum Bedccken dcr gesamten riickscitigen Obcrfla- 
chc dcs ITalblcitcrwafcrs 110 ausreichend ist. durch Firwar- 
men wcich gemachl und mit dcr hinicrcn Obertlache dcs 
Haiblciterwafers 110 verbunden. Zu diesem Zeitpunkt kann, 
da die Tragerstruklur (das Frfassungsleil) 100a von dcr war- 



mcbesiandigen Klcbelagc 20 auf dcr TTauplobcrflachc dcs 
Wafers 110 gcschulzi wird, die zweile warmcbestandigc 
Har/.lage 102 cinfach an dem Wafer 110 angebracht werden. 
wclchcr umgcdrchl h/.w. auf den Kopfgcslelll wird. 

5 Dann wird in cincm in Fig. 101) gczcigien Schriti. dcr 
Tlalbleilcrwafer 110, mil welchem die crslcn und zweitcn 
warmcbesiandigen Har/.lagen 2, 102 verbunden sind, durch 
Zcrtcilen in Chips gclcill. Dieses Zericilcn wird im wescnt- 
lichcn auf die gleiche Wcisc wic die in Fig. 2 gczcigic aus- 

io geluhrl. Fig. 12 /cigl cincn /ustand. in dem dcr Wafer 110 
durch cine Xcrtcilklinge 8 geschnitten wird. Danach wird ei- 
ncr der ("hips 100. dcr durch Zcrtcilen geleilt isl. wic cs in 
Fig. 9 gezeigi ist, durch Wcichmachcn dcr zwciien warmc- 
besiandigen TTarzlagc 102, die an den Lcitcrrahmen zu klc- 

15 ben ist, an dem T^itcrrahmcn 5 befesligl. Weitcrhin wird, 
nachdem die AnschluBflachen 100b durch Kontakticrcn 
tiber die Drahle 4 mit dem Leitcnahmen 5 verbunden wor- 
den sind, der Scnsorchip 100 mit dem TTar/.7 vcrgossen, wo- 
durch der Tlalblcilcrbcschlcunigungssensor vervollslandigt 

20 ist. 

Bci dem zuvor bcschriebcncn Hcrslcllungsverfahrcn 
wird, wenn der Scnsorchip 100 an dem T^ilenahmen 5 be- 
fesligl wird, cine Wanncbehandlung bci ungefahr 180"C 
durchgefuhrt. Bci dem Konlaklicrungsschritl der Drahtc 4 

25 wird cine weilere Wanncbehandlung bci ungefahr 150°C 
durchgefuhrt. Weitcrhin wird bci dem HarzvcrguBschritt 
cine Wanncbehandlung bci ungefahr 180°C durchgefuhrt. 
Jedoch blcibcn wic in dem crsten Ausfiihrungsbeispiel die 
Fonncn dcr crstcn und zwciien warmcbesiandigen Har/.la- 

30 gen 2, 102 wahrend diescr Warmebchandlungen crhallcn, da 
die Teile auf Polyimidbasis. die die crstcn und zweitcn war- 
mcbesiandigen Har/.lagen 2, 102 bilden, cine warmcbestan- 
digc Tcmperatur von ungefahr 400°C aufweiseu. 

AuBerdem kann in diesem Ausfiihrungsbeispiel. da die 

35 Seitc der rucksciiigcn Oberflache dcs Scnsorchip 100. auf 
welcher die Tragerstruklur 100a frcigelegi ist, durch die 
/weile wanncbeslandige Har/.lage 102 mil dem Lcitcrrah- 
men verbunden ist. cin Anbringcn dcs Scnsorchip 100 an 
dem Lcitcrrahmen mil irgendeineni Klcbsloff wcggclasscn 

40 werden, wodurch cin derartiges Problem vcrhindcrt wird, 
daB KlebslolT an dcr Tragerstruklur 100a klcbt. Weitcrhin 
klcbt. wenn der Chip 100 mit Harz vcrgossen wird. aufgrund 
dcs Vorhandcnseins der zweitcn wanncbeslandigcn Har/.- 
lage 102 das Harz nicht an der Tragcrsirukiur 100a durch 

45 Hindringen von der riickscitigen Obcrflachc 100. Tn diesem 
Ausfiihrungsbeispiel bestehen die ersten und zwciien war- 
mcbesiandigen TTarzlagcn 2. 102 aus transparcntcn Tcilen 
auf Polyimidbasis. Dcshalb konncn cine bcwcgliche Kick- 
irodc dcr Tragerstruklur 100a und cine fesie Tilckirodc durch 

50 die Lagcn 2, 102 bcobachtct werden. Dies laBt cine visucllc 
Untersuchung in einem Zusland zu, in dem Hie T.agcn. das 
hciBl, die Schulzabdeckungcn, an dem Scnsorchip 100 an- 
gebracht werden. 

Nachstchcnd crfolgt die Beschrcibung eincs scchstcn 

55 Ausfuhrungsbeispicls dcr vorlicgenden lirfindung. 

Kin weitcrcs Hcrsicllungsvcrfahren dcs in Fig. 9 gezeig- 
lcn Haiblcilcrbeschlcunigungsscnsors wird untcr Bczug- 
nahnie auf die Fig. 13A bis 13C erklart. Das TTcrslcllungs- 
verfahrcn in dem sechsten Ausfiihrungsbeispiel isi gegen- 

60 uber dem in den Fig. 6 A bis 6D in dem zweitcn Ausfuh- 
rungsbeispicl gc/.cigtcn Verfahren abgcandert. 

Zuerst wird in einem Schriti, der in Fig. 13A ge/.cigt ist. 
die warmcbestandigc Klcbelagc 20. wclche durch die in den 
Fig. 6A und 6B gczcigien Schrittcn dcrart ausgcbildcl wird. 

65 daB sic die Verticfungen 20a aufwcisl. mil der T Taupto be r fla- 
chc des Halblcilcrwafcrs 110 verbunden. Das Verfahren isl 
irn wescntlichcn das gleiche wic das dcs in Fig. 6C gczcig- 
ien Schritls. Als nachstes werden in cincm in F'ig. 13B ge- 
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zcigten Schrilt die Koniakilochcr 20b zum Drahikontaktie- 
rcn an Positionen, die den AnschluBflachen 100b enlspre- 
ehen. itn wesentlichen auf die gleiehe Wcisc wie die, die in 
Fig. 6D gezeigl. isl, ausgebildcl. Dann wird in cincm in Fig. 
13C gczeiglen Schritt, die zweite warincbesiandige Harz- 
lage 102 im wesentlichen auf die gleiehe Wcisc, wie sic un- 
icr Be/.ugnahmc auf Fig. IOC in dem fun lien Ausfuhrungs- 
beispiel beschrieben worden isl, mil der riicksciiigen Ober- 
flachc des Halbleiierwafers 110 vcrbunden. Danach wird 
wie in dem 111 nil en Ausfiihrungsbeispiel der Wafer 110 
durch Xcrteilcn in ('hips geicilt und schlicBlich wird der 
TTalblciierbeschleunigungssensor, der in Fig. 9 gezeigl isl. 
vcrvollslandigt. DemgemaB konnen die gleichen liffeklc 
wie diejenigen in dem funflen Ausfiihrungsbeispiel er/ielt 
werden. 

Nachstehcnd crfolgl die Bcschreibung eines sieblen Aus- 
fuhrungsbeispicls der vorlicgenden Frfindung. 

Fin weiicres Hcrstcl lungs vcrfahrcn des in Fig. 9 gczeig- 
len Halblcilcrbcschleunigungssensors, das /.u denjenigen in 
dem lunflcn und scchslcn Ausfiihrungsbeispiel unlcrschied- 
lich isl, wird unler Bc/.ugnahmc auf die Fig. 14A bis 14C cr- 
klafl. Das Herstcllungsvcrfahrcn in dem sieblen Ausluh- 
rungsbcispiel isl von dem in dem unler IJezugnahmc auf die 
Fig. 7A bis 7D in dem drilien Ausfiihrungsbeispiel crkliirtcn 
abgcanderl. 

Zucrst wird in cincm in Fig. 14A gczeiglen Schrilt die 
warincbesiandige Klcbelagc 22, wclehe durch die in den 
Fig. 7 A, 7H und 7C gczeiglen Schrilte ausgebildcl worden 
isl, mil der Hauptoberflachc des ITalbleitcrwafers 110 vcr- 
bunden. Das Vcrfahrcn isl im wesentlichen das gleiehe wie 
das des in Fig. 7D gczeiglen Schritts. In dicscm Ausfiih- 
rungsbeispiel cnisprichi die warmcbestandige Harzlagc 2a 
der warmebeslandigen Klcbelagc 22 der erslen warmebe- 
slandigen TTarzlage 2a. 

Als naehstcs wird in cincm in Fig. 1 4Ii ge/.eiglen Sehriti 
die /.weile wanncbestandige Ilar/iagc 102 im wesentlichen 
auf die gleiehe Weise wie der unler Bc/.ugnahmc auf Fig. 
10C in dem funflen Ausluhrungsbcispiel erklanc Schrilt mil 
der riicksciiigen ObcrtTachc des Halbleiierwafers 110 vcr- 
bunden. Danach wird ahnlich zu dem funflen Ausfuhrungs- 
bei spiel cin Zcrtcilcn dciarl ausgefuhrl, daB der Wafer 110 in 
einzelne Chips geieill wird, wie es in Fig. 14C gezeigl ist, 
und schlicBlich wird der Ilalhlciierbeschlcunigungssensor, 
der in Fig. 9 gezeigl ist, vcrvollslandigt. DemgemaB konnen 
die gleichen Fffcktc wie dicjenigen in dem lunftcn Ausluh- 
rungsbcispiel erziell werden. 

Nachstehcnd crfolgl die Bcschreibung eines achlcn Aus- 
fiihrungsbei spiels der vorlicgenden Frlindung. 

In dem achlcn Ausluhrungsbcispiel wird der in Fig. 9 gc- 
zcigtc Sensorchip 100 nichl mil Mar/ vergossen, sondem in 
cincm Keranrikgchhuse uniergcbracht. Das heiBl, in dem 
achlcn Ausluhrungsbcispiel wird der Sensorchip 100 eines 
Typs mil bcidseitig frcilicgenden Oberflachcn an dcrSiruk- 
lur in dem vicrten Ausfiihrungsbeispiel angewendct. Fig. 15 
zcigl den Halblcilerbcschleunigungsscnsor in dicscm Aus- 
luhrungsbcispiel. 

Der Aufbau des Sensorchip 100. der mil den crsicn und 
zweiicn waniicbcslandigen Harzlagen 2, 102 bedeckl isl, isl 
im wesentlichen der gleiehe wie der in Fig. 9 gezeigtc. Der 
Sensorchip 100 ist mil der zweiten warmcbestandige n TTarz- 
lage 102, die an die innere Wand des Vetliefungsabschnilts 
geklebt ist, fcsl in einem Vcrtiefungsabschniti eines Kcra- 
mikgehausckorpers 30 uniergcbracht. 

Die erstcn und zweiien warmebeslandigen Harzlagen 2, 
102 wciscn W'armchcsiandigkcitscharaktcris liken auf, die 
gegenuber einer Wiirinebchandlungstemperaiur zum Befc- 
stigen des Sensorchip 100 an dem Gehause bestiindig sind. 
Das hciBl, bei dem Herstci lungs vcrfahrcn des ITaJblcitcrbc- 
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schlcunigungsscnsors. der cinen zuvor bcschricbencn Auf- 
bau aufwcisl. wird cine Warmcbchandlung bei ungefahr 
18()°C durchgefiihrl. wenn der Sensorchip 100 an dem Gc- 
hausekorper 30 angcbrachl wird. Bei dern Koniaktierungs- 
5 schrill fiir die Drahle 4 wird cine Wiirmebchandlung bei un- 
gefahr 15()°C durchgefiihrl. Weiierhin wird, wenn ein kera- 
mischcr Dcckclabschnilt 32 durch cinen Klebsioir 33 an 
dem Gchausekorper belcsligl wird, cine Warmcbchandlung 
bei ungefahr 1 8()°C durchgcluhn. 

10 Ungeachlel diescr Wamicbehandlungen kann auf ahnli- 
che Wcisc. da die wannebestandigen Tempcraturen dcrTcilc 
auf Polyimidbasis. die die erstcn und zweiten warniebeslan- 
digcn Harzlagen 2, 102 bilden und des Silikonklcbsloffs, der 
den warmebeslandigen KlebslolV 3 biidct. holier als die zu- 

15 vor bcschricbencn Warmcbehandlungslcmpcraiurcn sind. 
der Halbleitcrbcschleunigungsscnsor hcrgeslelli werden. 
wahrend die Fonucn der warmebeslandigen Harzlagen 2, 
102erhallen blcibcn. Weiierhin irili in dicscm Ausfiihrungs- 
beispiel kein dcrartiges Problem auf, daB der KlebslolV an 

20 der Tragersiruklur 100a klcbi. da die zweite wanncbestan- 
dige Harzlagc 102 vorhanden isl. lis isl crsichtlich, daB die 
Hersiellungsverfahrcn und Aufbautcn in den scchslcn und 
sieblen Ausfiihrungsbeispielen an dicscm Ausfiihrungsbei- 
spiel angewcndel werden konnen. 

25 Wenn der SilikonklcbstofT Silanolradikalc (Si-OTT) bein- 
hallel, kann die Warniebcstandigkcil weilcr verbessert wer- 
den. Polyimidklcbsloffe konnen ansicllc des Silikonklcb- 
sloffs verwcndel werden. Die zweile wanncbestandige 
TIarziagc 102 kann durch cinen waniicbcslandigen Klcb- 

30 stoff, der ahnlich zu dem warmebeslandigen KlcbslolT3 isl, 
mil dem TTalhleiierwafer 110 vcrbunden werden. Weiierhin 
kann die zweile warmcbestandige TTarzlage 102 durch den 
warmebeslandigen KlebslolV cnlwcder mil dem Fciterrali- 
rnen 5 oder dem Veriiefungsabschnili des Gehausekorpers 

35 30 vcrbunden werden. In dicscm Fall wird durch die sich da- 
zwischen bclindende zweile wannebestandige TTarzlage 102 
verhindcrl, daB der wanncbestandige Klebsioir an der Tra- 
gersiruklur 100a klcbt. 

Die vorliegcndc Frfindung ist nicht auf das Scnsorele- 

40 menl bcschninkl. das cin bewegliches lei I, wie zum Beispiel 
cine Tragcrsuuklur, bcinhaltcl und kann an anderen Ilalblei- 
lerelcmcnlcn, die zum Beispiel cine T.uflbruckcnverbin- 
dungsstrukiur bcinhalien, die cine kleinc mcchanische Fc- 
stigkeit aufweist. angewcndel werden. 

45 Wahrend die vorliegcndc li run dung unler Be/.ugnahmc 
auf die vorhcrgehenden Ausfuhrungsbeispicle ge/.cigt und 
beschrieben worden ist, isl es fur Fachlcuic crsichtlich, daB 
Anderungen in Form und Detail an ihr durchgefiihrl werden 
konnen, ohne den Umfang der Frfindung zu verlassen, wie 

50 cr in den bei lie gen den Anspruchen definicrt ist. 

GcmaB der vorlicgenden Frlindung ist cine warTiiehesia'n- 
dige Harzlagc als cine Schulzabdcckung zum Schutzcn ei- 
ner Triigersiruktur, die auf cincm Halblcitcrchip vorgeschen 
isl, durch cinen waniicbcslandigen KlebslolV mil dem Halb- 

55 leiierchip vcrbunden. Die wanncbestandige Harzlagc be- 
sicht aus cincm Tcil auf Polyimidbasis und der wamicbe- 
slandige KlebslolT bcsieht aus cincm SilikonklcbstofT. Die 
warmcbestandige TIarziagc wird wahrend eines Ilersiel- 
lungsvcrfahrens des Halblcitcrchip nicht vcrtbrml. AuBer- 

60 dem dringi wahrend eines Zcneilcns kcin Schleifwasscr in 
den Halbleiterchip ein. 

Patcnianspriiche 

65 1. TTalblcilcrvorrichiung, die aufwcisl: 

cinen TTalbleilerchip (1, 100), der cine Halblcilerslruk- 
tur aufwcisl. die auf einer TTau pi oberflachc des Halblci- 
tcrchip (1, 100) frcigelegt isl: 
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cine AnschluBfliiche (lb, 100b), die auf dcrn Halbtci- 
tcrchip (1. 100) vorgeschen isl, fur cine cleklrischc Vcr- 
bindung: 

cinen Drahi (4), der mil der AnschluBfliiche (lb ; 100b) 
verbunden isl: 5 
cine hauptscilige Schul/.har/.lagc (2. 2a), die auf der 
TTaupiobcrlluchc des TTaJblcitcrchips (1, 100) angcord- 
ncl isl. urn die I lalblcilersiruklur zu bedecken, und cine 
Offnung (20b, 20c) aufwcisl. aus wclchcr die An- 
schluBflaehc (lb. 100b) I'rciliegl und der Drahi (4) her- to 
vorsiehu und 

cincn haupisciiigcn warnicbcslandigcn KlcbsiolT (3). 
der zwischen tier Sehulzharzlage und dem Tlalbleiter- 
chip (1. 100) angcordnel isl, zum Bcfcstigcn der haupi- 
seiligen Schul/.har/.iage (2. 2a) an dem Scnsorchip (1, 15 
100). wobci 

die haupisciiigc Sehulzharzlage (2. 2a) und der haupt- 
seiiige wanncbeslandigc KlcbsiolT (3) crslc und zweile 
wanncbeslandigc Temporal urcn aufweiscn. die hoher 
als cine ersie Ternperalur sind. bei wclchcr der Drahi 20 
(4) durch Kontakliercn an der AnschluBflache (tb. 
1 00b) bcfesiigi werden kann. 
.2. Halblcilcrvorrichiung nach Anspruch 1, gekcnn- 
zeiehnci durch: 

cincn Leilcrrahmen (5), tier ilen Halblcilerchip (1. 100) 25 
test auf sich auf cincr Scile hall, die der haupiseitigen 
Sehulzharzlage (2. 2a) gegenuberliegi: und 
cin ITar/.leil. das den Halblcilerchip (1, 100) und den 
Lcilerrahnicn (5) in sich mil cincr bcsiinunten Form 
verkapsell, wobci 30 
die crslen und /weilen warnicbcslandigcn Ternpcralu- 
ren hoher als /weile und drilie TcniperaLuren sind, wo- 
bci bei der /.weilen Terupcralur der Halblcilerchip (1, 
100) auf dem Lcilerrahnicn (5) bcfesiigi werden kann 
und bei der drilten Temperatur das Har/ieil (7) in die :t5 
beslimmlc Form vcrgossen werden kann. 

3. Halblcilcrvorrichiung nach Anspruch 1, gekcnn- 
zeiehnci durch: 

cincn Gchausckorpcr (30), der fcsl den Halblcilerchip 
(1, 100) und die hauptscilige Sehulzharzlage (2. 2a) in 40 
sich unieri^ringl; und 

cin Deckel I cil (2), das an dem Gchausckorpcr bcfesiigi 
isl, /.uni Hcdcckcn des TTalblciterchip (1, 100). wobci 
die erstcn und /weilen wannebcslandigen Temperalu- 
rcn hoher als /.weile und drilie 'reniperaLuren sind, wo- 45 
bei bei der /.weilen Ternperalur der Halblcilerchip (1, 
100) an dem Gchausckorpcr (30) bcfesiigi werden 
kann und bei der drillcn Ternperalur das Deckclici! (2) 
an deni Gehausekorper (30) bcfesiigi werden kann. 

4. ITalblcilervorrichlung nach Anspruch 3, gekenn- 50 
zeichnel durch cine Vcrbindnngscinrichmng (31). die 
sich in den Gchausckorpcr (30) ausdchnl und die An- 
schluBllachc (lb, 100b) durch den Drahi (4) vcrbindet, 
wobci die crslen und /weilen wannebcslandigen Teni- 
pcraiuren hoher als einc Ternperalur sind, bei wclchcr 55 
die Vcrbindungscinrichiung (31) durch Koniakticrcn 
mil dem Drain (4) verbunden werden kann. 

5. TTalblciicrvorrichlung nach Anspruch 1, gekenn- 
zcichncl durch: 

cine riicksciiigc Schul/har/.lagc (102), die auf cincr 60 
Sciic. die der haupiseitigen Schul/har/.lagc (2. 2a) ge- 
genuberliegi. mil dem ITaJbleiicrchip verbunden isl: 
und 

cincn Lcilerrahnicn (5). der den Halblcilerchip (1. 100) 
durch die riicksciiigc Schul/.har/.lagc (102) fest auf sich 65 
hall, wobci 

die Halbieiiersiruklur auf der Hauptoberilachc und ci- 
ncr ruckscitigen Oberflaehe. die der Hauplobcrflachc 
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des Halblcilerchip gegenuberliegi, freigelegl isl und 
von den haupisciiigcn und riickseiiigcn Schui/har/la- 
gen bedccki wird, und 

die erstcn und /.weilen wannebcslandigen Tcnipcralu- 
rcn und cine drilie wanncbeslandigc Ternperalur der 
riickseiiigcn Sehulzharzlage (102) hoher als die crslc 
Tcmperalur und cine /.weile Ternperalur sind. bei wcl- 
chcr der Halblcilerchip (1, 100) an dem I xilerrahmen 
(5) bcfesiigi werden kann. 

6. ITalbleiicrvorrichlung, die aufwcisl: 
cincn Halblcilerchip (1. 100): 

cine haupisciiigc Sehmzhar/.lage (2. 2a). die aus einem 
warnicbcslandigcn Har/. beslchl und auf detn Halblci- 
lerchip (1. 100) angcordnel isl: 

cincn haupiseitigen wannebcslandigen KlcbsiolT (3), 
der zwischen der haupiseitigen Schul/har/.lagc (2. 2a) 
und dem Hauplleilerchip (1. 100) angcordnel isl, zum 
Bcfcsiigen der haupisciiigcn Sehulzharzlage (2, 2a) an 
dem Halblcilerchip (1, 100); und 
cin Harzieil, das den Halblcilerchip (1. 100) und die 
hauptscilige Schul/har/.lagc (2, 2a) in sich mil cincr bc- 
siinunten Form verkapsell, wobci 
die haupisciiigc Schul/har/.lagc (2, 2a) und der haupt- 
scilige wanncbeslandigc KlcbsiolT (3) crslc und /weile 
warmebcsiandige Tcmpcraturcn aufweiscn, die holier 
als cine crslc Ternperalur sind, bei welcher das Ilar/.tcil 
in die beslimmlc Form vcrgossen werden kann. 

7. HaJbleilcrvorrichlung nach Anspruch 6, gekenn- 
zcichnct durch cine ruckseitigc Sehulzharzlage (102), 
die auf cincr Seitc, die der haupisciiigcn Sehulzharz- 
lage (2, 2a) gegenuberliegi. mil dem Halblcilerchip 
verbunden isl, wobci die riicksciiigc Sehulzharzlage 
(102) cine drilie warmebcsiandige Teiuperatur auf- 
wcisl, die hoher als die crslc Ternperalur isl. 

8. Halhleitcrvorrichlung. die aufwcisl: 
cinen Halblcilerchip: 

cincn haupisciiigcn wannebcslandigen KicbstolT (3), 
der auf dem Halblcilerchip angcordnel ist ; 
cine hauptscilige Sehulzharzlage (2, 2a), die aus eineni 
warnicbcslandigcn Har/ bcsicht und mil dem sich da- 
zwischen bcfindendcn haupiseitigen warnicbcslandi- 
gcn KlcbsiolT (3) an dem Ilalbleiterchip bcfesiigi ist; 
und 

cin Gehausc. das den Halblcilerchip und die haupisci- 
tige Sehulzharzlage (2, 2a) lest in sich unicrbringl, wo- 
bci 

die hauptscilige Schulzhar/.iagc (2, 2a) und der haupt- 
scilige wanncbeslandigc KlcbsiolT (3) ersie und z.wcitc 
warmebcsiandige Temperaturen aufweiscn. die hoher 
als einc crslc Temperatur sind, bei wclchcr der Ilalblei- 
terchip an dem Gehausc bcfesiigi werden kann. 

9. Halblcilcrvorrichiung nach Anspruch 8, gekenn- 
zcichncl durch cine riicksciiigc Sehulzharzlage (102), 
die auf cincr Scile, die der haupisciiigcn Sehulzharz- 
lage (2, 2a) gcgeniiberliegl, mil dem Halblcilerchip 
verbunden ist. wobei der Halblcilerchip durch die riick- 
sciiigc Sehulzharzlage (102) an dem Gehausc bcfesiigi 
isl und die ruckseitigc Sehulzharzlage (102) einc driltc 
wanncbeslandigc Ternperalur aufwcisl. die hoher als 
die crslc Temperatur ist. 

10. TIalblcilcrvorrichtung nach einem der Anspruche 
1, 6 und 8, dadurch gekcnnzeiehnci. daB die haupisci- 
iigc Sehulzharzlage (2, 2a) aus Polyimid bcsicht. 

11. Halblcitcrvorrichtung nach einem der Anspriichc 
1. 6 und 8. dadurch gekcnnzeiehnci, daB der haupisci- 
iigc warmcbestiindigc KlcbsiolT (3) cinen Silikonkleb- 
stoff bcinhaliet. 

12. TTalblciicrvorrichlung nach einem der Anspruche 
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5. 7 unci 9, dadurch gckennzeichnct, daf3 mindcslcns 
enlweder die haupisciligc odcr ruckseitigc Schulzharz- 
lage I rans parent isl. 

13. Ilalhleilcrvnrriehlung nach cincm dcr Anspriiche 

5, 7 und y. d ad li re h gckennzeichnct, daB die hauplscili- 5 
»jen und riiekseiligen Sehulzharzlagcn aus Polyimid be- 
sielien. 

14. I lalblciiervorrichiung nach einein dcr Anspriiche 
5. 7 und 9, dadurch gckennzeichnct, daB die riickscilige 

S chut /har/.lagc dureh einen riiekseiligen warmebeslan- 10 
digen KIchsiolT mil dem Ilalbleiterchip verbunden ist. 

15. Halhlciicrvorrichlung nach eineru dcr Anspruche 
7, 9 und 14. dadurch gekennzeichnei, daB die haupisei- 
iigen und riiekseiligen warniebeslandigcn Klcbstoffe 
cinen SilikonklcnsiolT hcinhaltcn. 15 

16. Verlahren /tun llerslellen einer TTalblcilcrvonich- 
tung. tlas die Mgcndcn Schritic aufwcisl: 
Vorbereiicn eincs 1 lalbleitcrwafcrs (10), dcr cine Ilalb- 
ieiicrsirukiur beinhaliei und aul'sieh cine AnschluBfla- 
che ( lh. HMtbi tiir cine cleklrische Verbindung hall: 20 
Verbinden einer haupiseiiigen warnicbestandigen 
Ilar/.lage (2. 2a) dureh einen haupiseiiigen warmebc- 
sliindigen Klebsioff (3) mil deni Ilalblciterwafer (10), 
uni die 1 1 jibleiiersiruklur zu sehiilzen; 

Ausbilden einer Offnuug <20h. 20c) in dcr wiinnebe- 25 
slandigen llar/.lagc /uni I'reilcgcn der AnschluBfluche 
(lb, 100b) aus dicser; 

Verbinden eines Drains (4) mil der AnschluBflachc (lb. 
100b) dureh Drahlkoniukticrcn in cincm Zustand, in 
dem die AnschluUllache (lb. 100b) aus dcr OiTnung 30 
(20b, 20c) der haupiseiiigen warniebeslandigcn ITarz- 
lagc (2. 2a) freigelegl isl. 

17. Verlahren nach Ausprueh 16, dadureli gckenn- 
/.eiehnel. daB tier Sehhll eincs Ausbildcns dcr Offnung 
(20b, 20c) dem Sehrill cincs Verbindens des hauplscili- 3S 
gen warmebestandigen Klcbslolfs (3) mil dem Tlalblei- 
lerwat'cr (10) vorhcrgehl. 

18. Verlahren nach Ansprueh 16. gckennzeichnct 
(lurch die folgenden Sehrillc: 

Verbinden einer riiekseiligen wanuebestandigen TTarz- 40 
lage (102) mil dem Ilalblcilcrwafcr (10) auf cincr 
Scile, die der haupiseiiigen warniebeslandigcn Ilar/.- 
lage gegcnubcrliegt. um die Halblcilerslrukiur auf dcr 
Seiic xu sehiilzen, die der haupiseiiigen warmcbestan- 
digen ITar/.lagc gegcnubcrliegt: 45 
Sehneiden des Ilalbleiierwafcrs (10). mil weicheni die 
haupiseiiigen und riiekseiligen warniebeslandigcn 
Harzlagcn verbunden sind. in cine Mchrzahl von Halb- 
leiicrehips dureh /.cneilcn; und 

Verbinden von cincm dcr Mchrzahl von TTalblciier- 50 
chips mil cincm 1 .citerrahmen (5) dureh die riickscitigc 
warniebesiiindige Ilar/.lage. wobei der cine dcr Mchr- 
/.ahl von Tlalblcilerehips die AnschluBflachc (lb, 100b) 
beinhaliei. die aus dcr Ofi'nung (20b, 20c) dcr haupisei- 
iigen wannebesiandigcn Har/.lagc (2, 2a) freigeiegt isl, 55 
wobei 

dcr Schriti eincs Vcrbindcs des Drahis (4) init der An- 
schluBllachc (lb. 100b) an deni cinen dcr Mchrzahl 
von Tlalblcilerehips ausgefuhrl wird. 

19. Verlahren /.um Mcrsicllcn einer TTalblcilervorrich- 60 
lung, das die folgenden Sehrillc aufwcisl: 

Vorbereiicn cincs Halbleiicrwalers (10), der einc Halb- 
lcilerslrukiur aufwcisl: 

Verbinden einer haupiseiiigen warniebeslandigcn 
Ilar/.lage (2. 2a) mil dem Ilalblciicrwafcr (10) dureh ei- 65 
nen haupiseiiigen wannebesiandigcn Klcbsioff (3), um 
die Halblcilerslrukiur zu sehiilzen; 
vSehneiden des Ilalbleiierwafcrs (10) dureh Zerlcilcn in 



cine Mchrzahl von ITalbleiicrchips; und 
VergicBcn von cincm dcr Mchr/.ahl von Halbleiicr- 
chips, der die haupLsciligc wanncbestandige Ilar/.lage 
(2, 2a) beinhaliei, mil ITar/.. 

20. Verlahren nach Ansprueh 19. gekenn/cichnct 
dureh einen Schriti cincs Verbindens cincr riickseitigen 
wannebesiandigcn Har/.lagc (102) mil dem Ilalblciter- 
wafer (10), um die Ilalblcilcrstruktur auf cincr Seilc, 
die dcr haupiseiiigen wannebesiandigcn Ilar/.lage (2, 
2a) gegcnubcrliegt, /.u schiil/cn, vor cincm Schncidcn 
des Ilalbleiierwafcrs (10), wobei der cine der Mchr/.ahl 
von Tlalblcilerehips /.usammen mit den haupiseiiigen 
und riiekseiligen wannebesiandigcn Ilar/.lage n mil 
Mar/, vergosscn wird. 

21. Verlahren zum llerslellen cincr Tlalblcitcrvorrich- 
lung, das die folgenden Schritic aufwcisl: 
Vorbereiicn eines Ilalbleiierwafcrs (10), dcr einc Halb- 
lcilerslrukiur aufweist: 

Verbinden cincr haupiseiiigen wanuebestandigen 
Harzlagc (2. 2a) mil dem Halbleilerwafer (10) dureh ci- 
nen haupiseiiigen warmcbestandigen KlcbstolT(3). um 
die Tlalbleilcrstruklur zu sehiilzen: 
Sehneiden des T lalbleitcrwafcrs (10) dureh Zcrteilen in 
cine Mchr/.ahl von Tlalblcilerehips; und 
Befesiigen von cincm dcr Mchr/.ahl von Halbleiicr- 
chips an cincm Gehiiuse zusammcn mil dcr haupiseiii- 
gen warmcbestandigen Ilar/.lage (2. 2a). 

22. Verlahren nach Ansprueh 21. dadurch gckenn- 
zeichnct, daB die wannebestandige Har/.lagc cine war- 
mcbestandigc Temperalur aufwcisl. die hoher als cine 
Tcmperalur ist, bci wclchcr dcr Sehrill cincs Bcfcsli- 
gens des einen dcr Mchr/.ahl von Tlalblcilerehips an 
dem Gehiiuse ausgefuhrl wird. 

23. Verlahren nach Ansprueh 21, gekenn/cichnet 
dureh cinen Sehrill cincs Verbindens einer riiekseiligen 
warmebcslandigen ITar/.lagc (102) mil dem Halblciler- 
wafer (10), um die Halblcilerslrukiur auf cincr Seiic, 
die dcr haupiseiiigen waniiebestandigen Ilar/.lage (2, 
2a) gegcnubcrliegt, zu sehiilzen, vor cinem Schncidcn 
des Ilalbleiierwafcrs (10), wobei der cine der Mchrzahl 
von Tlalblcilerehips mil dcr sieh da/.wischen behnden- 
den riiekseiligen warmcbestandigen ITar/.lagc an dem 
Gehiiuse befcsligt wird. 

24. Verlahren nach cincm dcr Anspruche 16. 19 und 
21, dadurch gekcnnzcichncl. daB die haupisciligc war- 
rncbcslandigc Harzlagc (2, 2a) cine Vertiefung zum 
Bcdeekcn dcr Halblcilerslrukiur in cincm nichlberuh- 
renden Xusiancl aufwcisl. 
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